APENDICE

REPORTE.
ECUACIONES DE LOS ATENUADORES

Detallar el procedimiento seguido al experimentar con el En & =5
este seccidn obtendremos las ecuaciones de andlisis y disefio

amplificador inversor. Incluya las gréficas solicitadas 4
el atenuador T en puente y del atenuador pi.

y compare los resultados experimentales con los valores RS o
: el T en puente, figura B.l.

esperados teoricamente.
A

R3

Detallar el procedimiento seguido al experimentar con el AfVV\AL

amplificador no inversor. Incluya las gréficas solicita RiI

das y compare los resultados experimentales con los valo

res esperados teoricamente.

Explique el procedimiento realizado al experimentar con
el amplificador sumador. Muestre las formas de onda y - ' Figura B.1. Atenuador T en puente

la justificacidn de ellas.

.

Primero encontraremos Ro, y se define como Ro = RinoRins don
(o]
Explique el procedimiento realizado al experimentar con ' d i i i ; 1
d ‘ e Rino es la resistencia de entrada con la salida abierta y
el amplificador diferencial. Muestre las formas de onda ; Ri i i a s =
1 ins es la resistencia de entrada con la salida en corto, de

y la justificacidn de ellas. la fig. Bl tedemos:

Cuél es la impedancia de entrada del amplificador inver-
' Rl//(R3+R1) R

sor comparado con el no inversor.
Rl(R3+R1) + R2(2R1+R3)

Mencione algunas aplicaciones de los amplificadores In—-

versor, no inversor, sumador y diferencial.

RB// (R1+Hl//R2)

2
R
3(R i 2R1R )

2
(R3+Rl}(R1+R2)+R1R

2

RinsRino

2
RBR G 2R1R3R2

2R1+R3




2
haciendo Rzna = R & B.1

De la ecuacidén B.5 j
- ., despejando R2 y de la ecuacidén B.2.

se obtiene: Ro = Rl
R2 = RO
La segunda férmula que nos es Gtil en nuestro traebajo es la -- o 5
cantidad de atenuacién que hay de la entrada a la salida del -
- de la ecuacién B.1.

atenuador cargado con su resistencia caracteristica. fig.B.2.
R.R. = R

) o

Ry = (a-1) R

Resumien
endo tenemos que las ecuaciones de anAlisis son:

Ro

a

Figura B.2 Circuito para calcular la atenuacidn a

De la fig. B.2., las ecuaciones de malla son:
Ro

vin = 11(R1+R2} - LR, - IRy B.3 5 Ro
I %, 2R )-LnR .
0.=cL R0 h (R 2R ) = S5ty
(a -1) Ro

0 =-11R1 = 12R1+13(2R1+33)

Ah i
ora obtendremos las ecuaciones de andlisis y disefio para el

y B.4 atenuador pi. Para eso seguiremos el mismo método utilizado -
para la obtencién de las ecuaciones del atenuador T en puente

Resolviendo las ecuaciones B.3 para 12 encontramos que I, = Vin g En 1 ;
EI:_EE : n la fig. B.3 se muestra el atenuador pi.

sustituyendo en la ecuacidén B.4. .
i

Vo = RoVin
R1+R3

a = m =
Vo

Figura B.3 Atenuador Pi
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il susituyendo Ro de la ecuacién B.6 en

Las resistencias Rins y Rino son:
a =" L e B.9

& - mR R +=—=m-—R ) = R.m ( m+1) H i
| Rino 1//( 1 ik 12 - de las ecuaciones de disefio se obtienen como sigue:
I mEs

i

| tenemos que a = R, ¥y de la ecuacién B.6

Rins = mR,/R, = Rm . e

| /1Ry i\ Ry Ni %2 itee-5n =R B.10

“ = _Lh adiosd

I‘ B.6 Ro Ro

r Ro = qR1n5R1“° : sustituyendo la ecuacién B.10 en B.9

r Ro = Rim :

| = = A — R + 1 + R Bl

I “ 1

! 2m +1 'ﬁ-" —l

1 > Ro

i de la ecuacién B.10

f E1 factor de atenuacién se obtiene de la fig. B.4. -

R — " 2RER¥o

‘ 1 2 B
| 2

A Vo R, - Ro
i
|4 b 4 —l de B.1l1 ¥ ;

la I1 I2 R2 - RlRo |
% \/il'l I e mRi Ro F sustituyendo R, en la ecuacién B.12 y resolviendo para R, se
ji > [
|1 obtiene - 2 5
| Rl = Ro { a — 1) |
: 2a
i '

Para obtener R2 sustituimos Rl de la ecuacidén B.12 en la ecua-

;& cién B.11l y resolvemos para R2
Figura B.4 Circuito para obtener la atenuacion a

|
| - 2
“r;;_ R = Ro (1+ a ) [
i 2 e
| Las ecuaciones de malla son: . ;
| Si tomamos el signo negativo, entonces
i
i ; B.7 = -
I Vin = Ilm Rl = 12 le ! R2 Ro
i = IfnR ianin anlRo) que no es cierto, por lo tanto tomamos el signo positivo y
| bahiopliosl asi & B0 ' B - iz a )
| mR +Ro 2
1 a-1
Vo .= I;{ mR,Ro ) B.8 resumiendo tenemos que las ecuaciones de andlisis son:
mR1+RO

i Ro ™ = Rl m |
i| ; ’ \[—="‘ |
§ De las ecuaciones B.7 y B.8 se obtiene gue: T + 2 m T
| : — - Q1 + 2 m

a =yin = mR;+Ro (1+ mRo ) =

Vo MR +Ro ' y las ecuaciones de disefio son:
i Re B Y e
| 1
I 2a
| R = (a + 1) Ro
2 =
e




EJEMPLO:

Disefiar un atenuador con las siguientes especificaciones:
Resistencia de salida de 600 L

R = 600 <L
o

Atenuacidén de 10
a =10

De las ecuaciones de disefio se tiene:

R = (a2 = 1) R B.13
1 _ o)
2a
2
Rl = (c10)= = 1 600
2C10
Rl = 2970 fu
Y
R = (a + 1) Ro B.14
2 S T
a-1
R2 = 10 + 1 600
10 - 1
R2 = 733033 AT

Obsérvese que los valores obtenidos no son comercial, por lo -
que hay que utilizar resistencias de presicidén de 1%. De otra

manera si se aproximan R1 y Ri a sSus mas cercanos Qque son:

Rl = 2.7 K&

= (I
R2 720

Despejando A ¥ RO de las ecuaciones B.9 y B.6 se --
tiene:

a = 1+ m + 1 + 2m
m

Ro = Rl m

2m+1

93

en donde me =

sustituyendo se tiene:

720 = .2666
2700

9-39

581.33 £k

R .,
e

e —




“TYPES 2N3803.-2N3904, A5T3903, A5T3304
3 -~ 'N-P-N3SILICON TRANSISTORS

BULLETINND. DL-S 7311576, NOVEMBERMS71—-REVISED MARCH 1972

- SILECTT TRANSISTORS?

FOR GENERAL PURPOSE SATURATEDSWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATIONS
e For Complementary Use with P-N-P Types 2N3205, 2N3906, A5T3905, and A5T3906

e Rugged One-Piece Construction mth ln—Lme Leads or Standard TO- 18 100-mil

Pin-Circle Configuration

mechanical data R

These transistors are encapsulated in a plastic eompbund specifically designed for this purpose, using a highly
meehanized process developed by Texas Instruments. The case will ‘withstand soldering temperatures without
deformation. These devices exhibit stable characteristics under high-humidity conditions and are capab'e of meeting

MIL-STD-202C, Method 106E. The trahsistors are insensitive to light.
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NCTES: A. Lead diameter is not controlied in this area
B. A dimensions sre in inches.

"ALL JEDEC TO-82 DIMENSIONS AND NOTES ARE APPLICABLE
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NOi.ES A. Lsad diameter is not controlied in this area.
B. Lends having maximum diametes (0.019) shall be with:n 0037 oi "neir true posubm measurad

in the gaging plane 0.054 below the seating plene of th- pevice relslive to 8 mxnmm
diameter package.

C. Al dimensions are in inches.
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sbsolute maximum ratings at 25°C free-air temperature-{unless otherwise nou_d) ;

: Collector-Base Voitage . . S o R
/ CouectorEmmerVOuage(SeeNoteﬂ ol e S
EmmerBaseVoltage............'4............‘...

Continuous Collector Current . . . . A i e P e

Continuous Device Dissipation at (or below) 25° C Free-Air Temperature LSae Note 2)

Storage Temperature Range

Lead Temperature 1/16 Inch from Case for 60 Seconds . . . . . <o

A

40V*

6V*

200 mA®

625 mw§

: ‘310 mWf
{—ss“c to 150°CE
—55°C 10 135°C”*
260°C§

230°C’®

9.1

TYPES 2N3903, 2N3904; A5T3903; A5T3904-
N-P-N- SILICON TRANSISTOB$

*electrical characteristics at 25°C free-;if temperzture

PARAMETER TEST CONDITIONS. 2N3903, AST3903 | 2N3904, A5 73904
v Collector-3ass - i a2 ol ———._..'“IIAx UN”%
ERICH0 gt Ic=10uA, 1g=0 60 B
Vign Collector-Emitter ! !
BRICED o Vi IcsimA. 1g=0, - SesNotw3 a0 a0 Rz
v Emitter-Base . 2 -—-v i
(BRIEBO ot s oo pract Ig=10pA. Ic=0 6 6 i
s
Icev Collector Cutoff Current VCE=30V, vge=-3Vv 50 :
1 50
BEV Base Curoff Currem VCE=30V. Vgg=-3V —50 -50 = '
Vee=1V. Ic=1004A 70 0 P23
bEE Static Forward Current Yca=1V. ic-1mA = 20 *
Transfer Ratio VCE=1V. ic=10mA 50 150 100 300 =
VCE=1V, IC=50mA |SeeNote3 30 60 ’
VEE=1V, Ic=100mA 15 30 :
v 5 Ig=1mA, Ic = 10mA —
BE Base-Emitter Voltage B & =5 See Note 3 9.5 255 95 0'35__4 i
B mA, Ic =50 mA 0.95 0.95 v |
vET Coliector-Emitter Ig=¥mA, Ic=i0mA 0.2 . !
Saturation Voitage Ig=5mA. Ic=30mA Ssebiote 3 0.3 ?f —vil i
. Small-Signai Common-E mitter : — :
S Input Impedancs - L 5 ) 8 1 0 |k
= i
i Small-Signal Common-Emitter Vce=10v. /
- !
Foraard Current Transfer Ratio - 2 200 190 g
= Small-Signal Commeon-Emitter el 0.1 x B5 ‘
Reverse Voltage Transfer Ratio- 16—4 102 ¥ : L i
b Smali-Signal Common-Emitter = U - =2 e 5
roR
Qutout Admittance d i ! SO0 e
Sy Small Signal Common-Emitter
s Forward Current Transfer Ratic YRS A0, lcg S oo 23 3 j
= Transition Frequency: VCE= 20V, Ic=10mA, SeeNotea 250 300 Tz
Cain Comman-Base Open-Circuit Vcg=5V.. ig=0 ! :
Output Capacitance. f = 100 kHz 1o 1 MHz 4 g e
Cibo Common-Base Open-Circuit .. VeEg =05V, Ic=0 : —-i
o 3 f g ! i
Input Capacitanca *~: f ‘=100 kHEWG T MHz+- <0 5 e
; i
NOTES : These par. must be r d using wln techniques, t;, = 300 us, duty cycle f 2%.
- To obtain i1, the [ne,| resp - with f iy d at the rate of +6 dB per octave from f = 10G MMz o thw
frequancy at which [he,| = 1.
*operating characteristics at 25°C free-aip temperaturer -
——
PARAMET 5 . : '
ETER TEST CONDITIONS: A5T3903 A5T3904 uNIT]
; - MIN MAX MIN  MAX |
— . et VCE=5V, Ic=100uA, Rg= 1k, ;
verage Noise Figure Noise Bandwidth = 15.7 kHz; 6 5 98
Sea Note 5~

6 dB/octave.

*The asterisk identifies JEDEC registersd data for m 2N3903'-na.m3904 enly.

e

- NOTE 5. Average Noise Figure k' messured in mmﬂﬂ«w!tﬁmmdovm-zdﬂ at 10

Xy

Hz and 10 kHz and a high-frequency rollatf 9
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